FICHA DE DISCIPLINA DE POS-GRADUACAQO

Sigla e titulo: TE-287/2019 — FiSICA DE DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES

Acronym and title: | TE-287/2019 — PHYSICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES

Ementa: |

Estados eletrbnicos do &tomo. Estrutura eletrdnica dos sélidos. Metais, isolantes e semicondutores.
Semicondutores intrinsecos-extrinsecos. Densidade de Portadores de Carga nas Bandas. Distribuicao
de Fermi - Equilibrio Termodinamico. Transporte de Carga em Semicondutores. Mobilidade - corrente
elétrica. Processos de difusdo. Recombinacao e geracdo de portadores. Equacao de continuidade de
carga. Contato Metal Semicondutor (M/S). Sistema M/S no equilibrio. Diagramas de banda. Formacao
de barreira de potencial. Calculo da largura da regido de deplecao, e do campo elétrico interno. Sistema
M/S polarizado. Contatos Ohmicos — Diodo Schottky. Jung¢do P-N. Jun¢éo P-N no equilibrio. Formagéao
da barreira de potencial. Largura da regido de deplec¢éo. Juncéo polarizada. Juncdo P-N iluminada,.
fotodiodo, células solares. Heterojuncdes. Tipos de Heterojuncdes, N-N, P-P, N-P Descontinuidade nas
bandas. Andlise no equilibrio termodinamico.

Syllabus:

Electronic states of atoms. Electronic structure of solids. Metals, insulators and semiconductors. Intrinsic
- extrinsic semiconductor. Charge density on bands; Fermi distribution - thermodynamic equilibrium.
Charge transport in semiconductors. Mobility - electric current. Diffusion processes. Generation and
recombination of free charges. Continuity equation for charges. Metal — semiconductor junction (M/S).
M/S system on equilibrium. P-N junctions. P-N junctions at equilibrium. Band diagrams. Formation of
potential barrier. Depletion region calculation and internal electric field. Polarized M/S system. Ohmic
contacts - Schottky diodes. P-N junctions. P-N junction at equilibrium. Potential barrier formation.
Depletion region width. Polarized junction. Illuminated P-N junction. Photodiodes. Solar cells. Types of
heterojunctions. N-N, P-P, N-P; discontinuity on bands. Thermodynamic equilibrium analyzes.
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